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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年9月15日(2011.9.15)

【公開番号】特開2009-111342(P2009-111342A)
【公開日】平成21年5月21日(2009.5.21)
【年通号数】公開・登録公報2009-020
【出願番号】特願2008-196779(P2008-196779)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/36     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月29日(2011.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｎ型半導体層、活性層、ｐ型半導体層、及び透明電極層が基板上に形成された発光ダイオ
ードであって、
　前記ｐ型半導体層と前記透明電極層との間に介在されるトンネル層と、
　前記トンネル層又はそのトンネル層の下方のｐ型半導体層を上側に露出させるように、
前記透明電極層に形成された開口部と、
　前記開口部内に形成されるＤＢＲ（Distributed Bragg Reflector）と、
　前記開口部内のＤＢＲを覆うように、前記透明電極層上に形成される電極パッドと、
を備えることを特徴とする発光ダイオード。
【請求項２】
前記電極パッドの側面部は、前記透明電極層の前記開口部の内側面と当接し、前記電極パ
ッドの底部は、前記ＤＢＲと当接することを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオード
。
【請求項３】
前記トンネル層は、ｎ型不純物が高濃度でドープされたｎ型トンネル層（ｎ＋＋）である
ことを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項４】
前記透明電極層は、ＩＴＯ層であることを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項５】
前記活性層の下端面に形成される下部ＤＢＲをさらに備えることを特徴とする請求項１に
記載の発光ダイオード。
【請求項６】
前記発光ダイオードは、窒化ガリウム系であることを特徴とする請求項１に記載の発光ダ
イオード。
【請求項７】
前記ＤＢＲは、低屈折率層と高屈折率層とが繰り返して積層されていることを特徴とする
請求項１に記載の発光ダイオード。
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【請求項８】
前記低屈折率層は、ＳｉＯ２またはＡｌ２Ｏ３を含むことを特徴とする請求項７に記載の
発光ダイオード。
【請求項９】
前記高屈折率層は、Ｓｉ３Ｎ４、ＴｉＯ２またはＳｉ－Ｈを含むことを特徴とする請求項
７に記載の発光ダイオード。
【請求項１０】
前記ＤＢＲは、前記電極パッドよりも高い屈折率の高屈折率層を有することを特徴とする
請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項１１】
前記低屈折率層のいずれか一層が前記ｐ型半導体層と当接することを特徴とする請求項７
に記載の発光ダイオード。
【請求項１２】
前記ＤＢＲは、低屈折率層と高屈折率層とが複数交互に積層しており、前記低屈折率層は
、ＳｉＯ２またはＡｌ２Ｏ３を含み、前記高屈折率層は、Ｓｉ３Ｎ４またはＴｉＯ２を含
み、
ｍを奇数とし、λを波長とし、ｎｌを前記低屈折率層の屈折率とし、ｎｈを前記高屈折率
層の屈折率とし、第１の厚さをｍλ／４ｎｌにより表し、第２の厚さをｍλ／４ｎｈによ
り表したとき、前記低屈折率層は前記第１の厚さを有し、前記高屈折率層は前記第２の厚
さを有し、前記ＤＢＲは波長λの光について少なくとも９５％の反射率を有することを特
徴とする請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項１３】
前記波長λは、前記活性層が発生する光の波長に対応していることを特徴とする請求項１
２に記載の発光ダイオード。
【請求項１４】
ｎ型半導体層、活性層、ｐ型半導体層、及び透明電極層が基板上に形成された発光ダイオ
ードであって、
　前記透明電極層に形成された開口部と、
　前記開口部内に一部が満たされるように形成される電極パッドと、
　前記透明電極層上に形成されたまま、前記開口部内において前記電極パッドと接触する
ｎ＋＋またはアンドープ層と、
を備えることを特徴とする発光ダイオード。
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